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Résumé

RESUME :

L'amélioration des technologies de fabrication des circuits intégrés a entrainé la
réduction des dimensions du transistor MOS (longueur de canal inférieure a 1 pm). De ce fait,
des phénomeénes hier négligeables deviennent prépondérants dans le fonctionnement du TMOS.
En effet, I'évolution de la technologie, la course aux performances et la production de systémes
électroniques a des prix décroissants ont engendré un essor important de la simulation
électrique. Cependant, le développement des technologies actuelles contraint a modéliser le
plus finement possible le comportement des composants.

Parmi les problémesﬁqui se posent, a l'heure actuelle, est que les modéles ne sont pas
assez précis pour traiter les effets de réduction de géométrie des composants. En effet, La
longueur du canal devenant de plus en plus petite, les jonctions source et drain prennent de
plus en plus d'importance, les effets capacitifs parasites seront de plus en plus prépondérants
dans le comportement dynamique du TMOS. Les champs électriques a l'intérieur du transistor
deviennent plus importants, les électrons (trous) du canal acquiérent alors une température

électronique élevée et donc une énergie suffisante pour surmonter la barriére de potentiel de
I'interface Silice-Silicium.

Notre étude est une contribution a la résolution de ces problémes, elle consiste & mettre
en ceuvre un modéle compact de TMOS a canal court et étroit, en accord avec les
performances technologiques, qui prend en compte la majorité des effets physiques décrivant le
comportement réel du dispositif. Ce modéle, qu'on a dénommé SSIM (Setif Short-Channel
IGFET Model), a été implanté dans le logiciel SPICE3F2 reconnu et imposé comme
simulateur électrique standard par les technologues.

Aprés quelques rappels sur les principales propriétés de la structure MOS ainsi que le
principe et le fonctionnement des TMOS, nous effectuons une étude critique des différents
types des simulateurs électriques ainsi-que tes modéles auxquels ils font appel. Nous décrivons
ensuite la philosophie de construction du modéle SSIM, son implantation dans SPICE3F2, sa
validation en statique et en dynamique et nous présentons enfin les techniques usuelles de
caractérisation et d'extraction de paramétres du modéle SSIM.
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